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明視野トポグラフィの配置 SPring-8 BL24XU
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六方晶座標

𝒂1 ⊥ 𝒎1, 𝒂2 ⊥ 𝒎2, 𝒂3 ⊥ 𝒎3となるように定義

 六方晶座標を4指数表示から下付きのベクトル表示に変換
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g・b=0の条件
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GaN(六方晶)のX線多波近似
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回折光と明視野トポグラフの対応

露光時間：0.1 sec

step：ω = 0.0005°
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Naフラックス法GaN基板

種結晶から離れた成長後期のGaN基板

歪みが少なく反りが小さいので、基板の広範囲で回折
条件を満たす。

成長方法：FFC

膜厚：50 mm

表面・裏面：CMP
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基底面転位

貫通転位1.4 × 103 cm−2

3.9 × 103 cm−2

明視野トポグラフィ（全面走査）
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まとめ

• 多波回折明視野X線トポグラフィをGaN基板(六方晶)

に適用した。(6波近似、2波近似、3波近似)

• gベクトルを𝒎,𝒂だけではなく𝒎± 𝒄のトポグラフ像
を取得すればbを決定できる。

• 基底面転位のbベクトルは𝒂-typeのみ、貫通転位の
bベクトルは𝒂-typeと𝒂 + 𝒄-typeの2つを確認した。


